Lichtemitteranzeigeeinheit V Q & 10

elecrronic

Die alphanumerische Lichtemitteranzeigeeinheit VQC 10 ist eine
vierastellige rotstrahlende Anzeige, bestehend aus vier 5 x 7 LED-
Matrizen, die nebeneinander auf einer durchkontaktierten Leiter-
platte angeordnet sind. Als Lichtemitter werden rotleuchtende
GeAsP-Ohips eingesetzt. Die Zelchenhthe betrégt & mm. Die vier-
stelligen Punktmatrizen sind aneinanderreihbar. Das Zeichen-
restermal betrdgt 10 mm,
HDar Einsatz der Anzeige ist vorzugsweise fiir Datepnerfassungsgerite,
uchungs- und Frakturierautomaten, Schreibmaschinen, numerische
Steuerungen und Kleincomputer vorgesehen,
Das Bauelement wird mit einer rotelngefarbten transparenten
Flastkappe abgedeckt.

Kenngrifen bei 19«5 = 25 0 min., typ. max.

Lichtstidrke

mittelwert T2)3)

bei Up, = 5 V  VQ0 10 4 I,, 25 - - ucd

VQC 10 B Iv 30 - - fucd
vQC 10 C I,.r 38 - - J,us:.d
VQC 10 D Iv 48 - - J,l.md

Lichtstarkeverhaltnis 1’ 2)4)

von Diodenchip zu Iv max _ = 2,0

Diodenchip

by
3

Stromaufnahme
bel U{}G = 5,25 V

""*uEin.ga.ngaatm;

pei U, s 5,257

und USC = 2,4 V s - - 0,08 m

und ug 25,5 V T - - 044 mA

UIaichtstﬁrkamesﬂung erfolgt an ei&am beliebigen Diodenchip mit
einem Uffnungswinkel von 15° + 3°.

g = 250u8; T=1: 10

3) =Wert gemittelt iiber alle 140 Diodenchips eines BE

4)Prﬁi‘un5 des Lichtstédrkeverhidltnisses erfolgt durch wisuelle
Eontrolle auf Basis von Vergleichsmustern.
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VQC 10

eleclronic

Lﬂbiﬂﬂ -Stron gggsn
bel Unm = 542
und USP = 0,4 V

i~Eing,=-Strom Takt

Zeileneingangsatiom

bel U, =
und UZs = 4,75 V

ulngaarsdladenspannung
= 12 mi

Wellenlédnge des Iiﬂlmlmej
der spektralen Emission
Spektrale Strﬂhlungsnz)
bandbreite

Tenpcratarkoeffl ient
bei 1‘?1 = 25 bis 85 “C

Reduktionskoeffizient
dsr Gesagfvarlust—

leist o
bei ﬁ = 25 bis 85 "0

: ‘iii-D-:m m—:-:L"L?‘- =

-

flacha einer Leite“pla*

I

~Ime
L1z

~Urg
Apax
'anﬁ‘ﬁ

Ptot

gebildet,

min., t¥yp. max.

- - 2 mA
—_— - O'B m
- - 500 mai

630 665 690 nm
- - 40 nm
- - 15 omi/E

°C; Kiihlfléche Az wird durch die Kupfer-
die sich unmittelbar am BE

hefludet und mit den Ansc..liissen 3 6, 10 und 13 verlstet ist.
ng kann mit Massepotential ?erbunﬂen sein,
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electronic vOQC 10

Grenzwarte_a min. max,
Be triejsspmmung; 5
beli of, = -25 bis 85 "C Usg 0 7 v
Eingangsspannung o
bei = ~-25 bis 85 "C U -0,8 Dy2 '
a I ’
Zeileneingangaﬁpannunga -
bel b, = =25 bis 85 C Uy 0 5 Y
_— GEEB&DE?EI‘lLLEtlEiEtu.ﬂSEE
bel A = =25 bis 25 °C Bisp - 1465

Taktfrgquensz

i - i -\.I_— - ¥ -_ R Jﬁ - .. -
bei an = -25 bls 85 "L - - - £,
=
Betriebgbedingunsen
o - = - - 5 % g =
DewllovooDalliilil b s by f D L
— _— :.,-- sl Il
| .

e
$)bei Ugg = 555 Vi Upy = 5 V; Z = 138 und einen

Anzeigenbelastungsfaktor von 0,57 (20 Dioden-
chips je Stelle eingeschaltet)
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vOQC 10
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VOC 10
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culéssiger Arbeitsbereich der VQC 10
als Funktion der Umgebungatemperatur
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VQC 10
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Lichtetirke eines Diodenchips
in Abhéngigkelit von der Zeilenspannung
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